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※概要（Summary ）： 

厚膜 Si基板上に架橋構造 Siナノワイヤを作製する

加工プロセスを提案する。電子線リソグラフィ(EBL)

とボッシュプロセス、熱酸化を用いた手法で幅100nm、

高さ 100nmの Siナノワイヤを作製した。 

 

※実験（Experimental）： 

・利用した主な装置 

A1 高速高精度電子ビーム描画装置 

B8 深堀ドライエッチング装置 

 

・実験概要 

本研究では EBL、ボッシュプロセスを用いた 2 種

類の手法で異なる表面状態を持つ Si ナノワイヤを作

製する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス A ではまず EBL によりマスク幅 800 nm

のラインのパターニングを行う。次にボッシュプロセ

スを行い、高さ 1.7μmの Siラインを作製する。その

後等方性エッチングを行い左右のスペースからライ

ン下部を貫通させ、幅、高さ 800 nmの架橋構造を持

つ Si ワイヤを作製する。最後に熱酸化を二回行うこ

とで Si ナノワイヤが得られる。一方プロセス B では

二段階のボッシュプロセスと等方性エッチングによ

り Si ナノワイヤを作製した。まず、スキャロップス

の小さいボッシュプロセスでマスク幅 100 nm のエッ

チングを行う。次に下からのエッチングからマスク縁

部を保護するためスキャロップスの大きいボッシュプ

ロセスで Si ワイヤを作製した後、等方性エッチングを

行う。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

それぞれの手法で作製した Si ナノワイヤの SEM 画像

を示す． 

 

 

 

 

 

 

いずれの手法でも幅 100 nm、高さ 100 nm程度の Siナノ

ワイヤを作製することに成功した。プロセス Aで作製し

た Si ナノワイヤは熱酸化によりプロセス B に比べ表面

状態が良いことが分かる。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

・今後の計画 

MEMS引張試験機上にこの 2種類の手法を用いて Siナ

ノワイヤを作りこみ、本研究で作製した Si ナノワイヤ

の機械特性(ヤング率、引張強度)の評価を行う。 

熱酸化を用いた SiNW作製プロセス(A) 

二段エッチングを用いた SiNW作製プロセス(B) 

熱酸化を用いて作製した

Siナノワイヤ 

二段エッチングにより

作製した Siナノワイヤ 


